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※概要（Summary）： 

超伝導体に無損失に電流を流すことができるのは、

量子化された磁束線格子とピンニングセンターとの

相互作用によって決定される。近年ナノテク技術の進

展により超伝導膜に人工的にピンニングセンターを、

設計・導入することも可能となっている。これまでに

超伝導膜Nb膜にミクロンオーダーの微細加工を行い、

導入した溝状の構造が人工ピンとして有効に作用す

ることを明らかにしてきた。1),2) 一方、このような

人工ピンを非対称な形状や配置にすることにより、電

流の通電方向に対して臨界電流特性が異なる素子を

製作することが可能である。3) 

本研究では、電子線描画装置を用いて超伝導 Nb膜

に非対称人工ピンのパターンを導入し、直接描画法に

より導入が可能であることがわかった。 

 

※実験（Experimental）： 

 電子線描画装置(共用装置)を用いた直接描画法によ

り、超伝導 Nb膜に三角形の非対称パターンの形成を

行った。このとき、レジストには ZEP520Aを用いた。

また、超伝導Nb膜の領域を規定するためのマスクに

ついても、電子線描画装置を用いた。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

ドライエッチングを行い三角形のパターンをNb膜

に導入した結果を図１に示す。電子線描画装置による

直接描画とドライエッチングを行うことで、従来の湿

式によるエッチングに比べ、パターンの形成を正確に

行うことができるようになった。今後は、Nb 膜の超

伝導特性の測定を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Nb膜に導入した三角形のパターン 
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